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1. はじめに 

近年，工業等の非接触検査手法の一つとしてテラヘルツ

センシングが注目されている[1]. テラヘルツ波を発生及び

検出するためのデバイスとして光伝導素子やナノアンテナ

が利用される[1][2]．本報告ではテラヘルツデバイス設計の

基礎検討として Finite-Difference Time- Domain(FDTD)法

によるテラヘルツ波帯のパルス応答解析を行う． 

2. 解析手法 

FDTD 法は Maxwell 方程式の電界と磁界を Yee セル上

に配置することで離散化し，空間的及び時間的に中心差

分して逐次的に計算する手法である[3]．以下に FDTD 法

における磁界 Hz の差分式について示す. 
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本報告では，基礎検討として図 1 に示す微小電極間に

電界を励振した場合のパルス応答解析を行う.電極は完全

導体で構成され，その幅を w，厚さを t とする．入射波形は

変調ガウシアンパルスとし，中心周波数は 2 THz とする，観

測点における電磁界の時間応答をフーリエ変換することで，

周波数特性を得る． 

3. 結果 

電極の幅 w を 10, 40, 80 μm と変化した際の観測点にお

ける電界の周波数特性を図 2 に示す．周波数 2THz にお

ける電界強度が最大となる電極の幅 w は 40μm であった． 

図 3 は w = 40 μm に固定し，電極の厚さ t を 2, 6, 12 μm

と変化した際の観測点における電界の周波数特性を示す．

電極を薄くすると，周波数 2 THz 付近の電界強度が高くな

ることがわかる． 

4. 今後の課題 

 今後は光伝導素子やナノアンテナなどのより具体的なデ

バイス設計を行い，テラヘルツセンシングへの応用を検討

する． 
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図 1 微小電極の解析モデル 

 
図 2 電極の幅に対する電界強度の周波数特性 

図 3 電極の厚さに対する電界強度の周波数特性 
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